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El	
   voltaje	
   termoeléctrico,	
   así	
   como	
   las	
   conductancias	
   térmica	
   y	
  
eléctrica	
   de	
   nanohilos	
   pueden	
   medirse	
   con	
   microdisposiHvos	
  
especializados.	
   En	
   esta	
   charla	
   se	
   presentarán	
   y	
   discuHrán	
   los	
  
resultados	
  de	
  medidas	
  hechas	
  en	
  nanohilos	
  de	
  SiC	
   (silicon	
   carbide)	
   e	
  
ITO	
   (indium	
  /n	
  oxide).	
  En	
  el	
   caso	
  de	
  SiC,	
   las	
  medidas	
  se	
   relacionaron	
  
con	
   cálculos	
   de	
   su	
   estructura	
   electrónica	
   para	
   obtener	
   información	
  
sobre	
   los	
   procesos	
   de	
   dispersión	
   de	
   electrones	
   y	
   de	
   fonones	
   en	
   las	
  
nanoestructuras.	
   En	
   el	
   caso	
   de	
   ITO,	
   se	
   estudiaron	
   los	
   efectos	
   de	
  
tratamientos	
  térmicos	
  en	
   	
  sus	
  propiedades	
  termoeléctricas	
  moHvados	
  
por	
  las	
  posibles	
  aplicaciones	
  a	
  alta	
  temperatura	
  (>1000	
  0C).	
  


